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Asymetryczny ttumik tranzystorowy

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest asymetryczny ttumik tranzystorowy, szczegllnie przy-
datny w urzadzeniach gtosnoméwiagcych. Thumik ten eliminuje zakiScenia powstajace podczas skokowej zmiany
ttumiennosci. :

Stan techniki. W znanych urzadzeniach glosnomdwiacych stosowane sg ttumiki realizujace tiumienie
w uktadzie symetrycznym lub ttumiki o asymetrycznym wejsciu i wyjéciu. W pieswszym przypadku konieczne
jest stosowanie uktadéw symetryzujacych na przyktad w postaci transformatorow. W przypadku stosowania’
ttumikéw o asymetrycznym wejsciu i wyjsciu przetaczanie wartosci ttumienia ma miejsce w znacznie wydiuzo-
nym czasie. Spowodowane jest to tym, ze do realizacji ttumienia wykorzystuje si¢ tranzystor, ktéry jest na
przemian raz w stanie przewodzenia, raz w stanie zatkania.

Przechodzenie z jednego stanu w drugi powoduje wystanie szkodliwego impulsu zaktécajacego, ktdrego
warto$¢ szczytowa zalezy od napigcia na rezystorze kolektorowym. W znanych uktadach aby usuwa¢ ten zak1é-
cajacy impuls konieczne jest zwolnione przechodzenie z jednego stanu tranzystora w drugi. Realizuje si¢ to przez
wprowadzenie do obwodu przetqczania duzej statej czasowej, przewaznie przez wprowadzenie pojemnosci.

Istota wynalazku. Zgodnie z wynalazkiem asymetryczny ttumik tranzystorowy ma dwa tranzystory,
ktérych bazy potaczone sa z dzielnikami napigcia. Dzielniki te utrzymuja potencjaty baz niezaleznie od stanu
tranzystoréw. Kolektory tranzystoréw podane sa na wspdlny rezystor, a emitery potaczone s3 z uktadem sterujg-
cym. Uklad ten posiada zawsze na jednym z wyj$¢ stan bedacy negacja stanu wyjscia przeciwnego, przy czym
sygnal wprowadzany jest na baze dowolnego tranzystora, a zbierany jest z rezystora, na ktéry podane sa kolekto-
ry tranzystoréw. :

Takie rozwiazanie powoduje, Ze ze wzglgdu na symetryczng prace tranzystoréw suma pradéw plynacych
przez wspdlny rezystor kolektorowy jest zawsze stala, a to eliminuje zaktdcenia powstajace podczas skokowej
zmiany ttumiennosci, mimo, ze sygnat tlumiony zbierany jest asymetrycznie wzgledem masy uktadu. Nadto
rozwigzanie to daje mozliwosc stosowania krétkich czaséw przy zmianie ttumiennosci.
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Objasnienie rysunku wynalazku. Wynalazek w przykiadowym wykonaniu pokazano na rysunku, ktéry
przedstawia schemat ideowy asymetrycznego ttumika tranzystorowego.

Przyklad realizacji wynalazku. Jak pokazano na rysunku, kolektory tranzystoréw Ty i T, podane sq na
wspélny rezystor Rs. W zaleznosci od stanu pracy tranzystorow z rezystora tego zbierany jest lub nie zbierany
sygnal tlumiony. Bazy tranzystoréw polaryzowane sa z dzielnikdw napigcia sktadajgcych si¢ z odpowiednio
réwnych rezystoréw R, i R,. Emitery zas tranzystoréw T, i T, potaczone sa z wyjsciami A i B ukladu sterujace-
go US. Stan jednego z tych wyjs¢ jest zawsze negacja stanu wyjécia drugiego. W przypadku pojawienia si¢ na
jednym wyjéciu A potencjatu niskiego i jednoczesnie na drugim wyjsciu B potencjatu wysokiego, tranzystor T,
znajduje sie w stanie przewodzenia, a tranzystor T, jest zatkany. Przy podaniu sygnatu w tym przypadku na
baze tranzystora T,, na wyjsciu uktadu pojawi si¢ sygnat. Po zmianie stanéw wyjs$é A i B uktadu sterujgcego US
na przeciwne, tranzystor T, jest zatkany i sygnal na wyjéciu uk}tadu nie pojawi si¢. Czas przetaczenia ttumika
narzucony jest wiec przez szybkos¢ dziatania uktadu sterujacego US. - .

ZastrzeZzenie patentowe

Asymetryczny ttumik tranzystorowy, znamienny tym, Ze zawiera dwa tranzystory (T,) i(Tz'f),
ktérych bazy potaczone s3 z — utrzymujacymi ich potencjaty niezaleznie od stanu tranzystoréw — dzielnikami
napigcia (R, R, ), kolektory podawane s3 na wspdlny rezystor (Rj), emitery zas potaczone sg z uktadem (US)
sterujacym, posiadajacym zawsze na jednym z wyj$¢ stan,bedacy negacja stanu wyjscia przeciwnego, przy czym
sygnal wprowadzany jest na baz¢ dowolnego tranzystora, a zbierany z rezystora (R3).
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